
表面終端による浅い NVセンターの電荷状態 

The states of shallow NV centers with surface termination 
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 不安定である表面付近（〜5nm）の浅い NV センターはダイヤモンド

の表面終端状態に大きく影響受ける[1]。電子親和力が負である水素終端

では、表面付近のバンド湾曲により、フェルミレベルが NV0状態に位置

し、NV センターは非発光状態になることが知られているが、酸素終端

ではバンド湾曲が起きず、NV-の発光が支配的である。当実験では、酸

素終端、水素終端の中間の性質を持つ OH 終端、窒素終端を形成し、NV

センターの電荷状態を測定した。OH 終端は負の電子親和力、窒素終端

は正の電子親和力をもつとの報告もある[2]。 

例として、OH終端での測定結果を示す 。まず、Elenent 

six(100)基板に 15N イオンを 3keV（〜5nm）,6.5keV（〜10m）

で注入し、その後熱処理(1000℃、2h)を施し、NV センタ

ーを作成した。そして、リモートプラズマによる表面水素

化を行った後、常温 H2Oにバブリングした N2雰囲気下で

のアニール処理（600℃,10min）で OH 終端を形成し、共

焦点レーザー走査型顕微鏡(CFM)で測定を行った。3keV 注

入領域の測定結果を図 1 に示す。また、発光スポットの

PL 測定を図 2 に示す。OH 終端形成後では NV-の発光スポットが観測さ

れた。しかし、同一基板の酸素終端表面では NV-がより多いことが観測

された(図 3)。水素終端では発光スポットは観測されないが、OH 終端で

は観測されたことより、中間の性質を示すと考えられる。当日は他終端

での測定結果も報告する。 

尚、本研究は科研費基盤研究（S）（No.26220903）の助成により実施され

た。 
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